Notion des bandes electroniques pour comprendre les propriétés fonctionnelles:
lien entre les propriétés électriques et optiques
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Matériau conducteur, isolant?
Transparent, opaque?
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Concept de trou (électronique)
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pour un semiconducteur intrinséque



Dopage type n
(augmentation de la densité d’électrons)
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Dopage type p
(augmentation de la densité de trous)




Concept de trou (électronique)

¥ Fiald € Field

— Sp——

oo

919000 Je:0:0i9:

i W @ @w@ @
@@@ gﬁ- @ @ @

é}
: @

o = nep, + pepy e
o =ne(Ue + tn) n; < exp(5om

pour un semiconducteur intrinseque



Intrinsic carier concentration {m'g}

Dépendance en température
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Dépendance en température quand le matériau est dopé

Temperature (°C)
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